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Magnetronoveé naprasovani
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» princip metody

vakuova komora

Zdroj: Jan Valter, HYM Plasma s.r.o.
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Magnetronoveé naprasovani
» princip metody - substraty

Zdroj: Jan Valter, HYM Plasma s.r.o.



Magnetronoveé naprasovani
» princip metody - target
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Magnetronoveé naprasovani
» princip metody
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Magnetronoveé naprasovani

Rychlost rastu (au)
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Magnetronoveé naprasovani
» Process monitoring (OES)

vyboj v plazmatu
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Magnetronoveé naprasovani
» Process monitoring (OES)

vyboj v plazmatu
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Magnetronoveé naprasovani
» Process monitoring (OES)
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Magnetronoveé naprasovani

» Process monitoring (OES)
OES-TiAl/Ar
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Magnetronoveé naprasovani
» OES — Spectrum Analyzer (freeware!)
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Z. Navrdtil, D. Trunec, R. Smid and L. Lazar (2006). A software for optical emission spectroscopy - problem formulation and application to plasma
diagnostics. Czechoslovak Journal of Physics 56, Suppl. B, B944-951. DOI: http.//dx.doi.org/10.1007/s10582-006-0308-y
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Magnetronoveé naprasovani
» OES — Target poisoning

N2 flow
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» OES — Target poisoning
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Magnetronoveé naprasovani
» OES — Target poisoning
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Magnetronoveé naprasovani
» OES — Target poisoning

N2 flow
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» Algoritmus regulace
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Magnetronoveé naprasovani
» Algoritmus regulace
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Magnetronoveé naprasovani
» Algoritmus regulace
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Magnetronoveé naprasovani

» Algoritmus regulace
B->C

N2 Flow
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Magnetronoveé naprasovani
» Algoritmus regulace

— N2 flow
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Magnetronoveé naprasovani
» vyvoj magnetického pole katody
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Magnetronoveé naprasovani
» vyvoj magnetického pole katody
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Magnetronoveé naprasovani
» vyvoj magnetického pole katody
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Magnetronoveé naprasovani
» vyvoj magnetického pole katody
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Magnetronoveé naprasovani
» vyvoj magnetického pole katody
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Magnetronoveé naprasovani
» vyvoj magnetického pole katody

Myslenka

|

Simulace MP (FEMM)

|

Konzultace s konstruktérem

|

Navrh

|

Vyroba - subdodavatel




Magnetronoveé naprasovani
- » vyvoj magnetického pole katody
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- » vyvoj magnetického pole katody
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Magnetronoveé naprasovani
» vyvoj magnetického pole katody
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Magnetronoveé naprasovani
o R » vyvoj magnetického pole katody
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» vyvoj magnetického pole katody
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Pocitacova simulace procesu

» data z depozic
» popis algoritmu
» postprocessing

» praktické vyuziti
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Pocitacova simulace procesu
~ druh katody

~ proud oblouku
~ proud do civky
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Pocitacova simulace procesu
» Data z depozic
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Pocitacova simulace procesu
» Popis algoritmu

1. pohyb — rotace (~1°)
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Pocitacova simulace procesu
» Popis algoritmu
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Pocitacova simulace procesu
» Popis algoritmu
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Pocitacova simulace procesu
» Popis algoritmu
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Pocitacova simulace procesu
» Popis algoritmu

1. pohvh —ratace (~10

2. Monte Carlo — depozice
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Pocitacova simulace procesu
» Popis algoritmu

1. pohyb — rotace (~1°)
2. Monte Carlo — depozice

jednohodinovy proces — 1 hodina simulace (3GHz IntelCore2Duo)
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Pocitacova simulace procesu
» Postprocessing
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Pocitacova simulace procesu
» Postprocessing

vodorovny fez




SHU

Pocitacova simulace procesu
» Postprocessing

svisly rez
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Pocitacova simulace procesu
» Praktické vyuziti — rlzna nalozeni

Vzdalenost

Vzdalenost
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Pocitacova simulace procesu
» Praktické vyuziti — nevhodné prevodové poméry

E X
7100 mm

Tvorba ,,multivrstev*

- X

7100 mm
Nerovnomeérna

distribuce po obvodu




Déekujeme za pozornost




